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１．背景 窒化ガリウム（Gallium Nitride: GaN）はその大きな絶縁破壊電界や飽和電子速度か

ら、高効率パワーデバイス材料として期待されている。しかし、それら物性値に関する議論は c

面デバイスに対するものがほとんどで、m面デバイスに関する議論は十分ではない。今回 m面エ

ピ層上にデバイスを作製するとどのようなことが起こるか、ショットキーバリアダイオード

（SBD）を題材に調べたので報告する。 

２．実験 市販の m 面基板上に n 型（Si : 1×1016 [cm-3]）エピ GaN 層を形成し、基板裏面に

Ti/Al/Ti/Au (30/100/20/150 nm)にてオーミックコンタクトを形成したのち、エピ層表面に Ni/Au 

(20/150 nm)でショットキーコンタクトを形成した。その後、この SBDの逆方向リーク電流のエピ

表面形状依存性をエミッション顕微鏡にて観察した。 

３．結果と考察 Fig. 1(a)の通りエピ表面にはピラミッド状のファセットが存在している[1]。こ

の SBDの逆方向耐圧時の発光を観察すると Fig. 2(b)のように+c方向に傾いたファセットにリーク

電流が集中していることが示唆された。また、PLピーク強度のマッピングを取ると Fig. 2(b)のよ

うに+c方向のファセットに大きな強度が見られた。このことから m面エピ層の不純物濃度にファ

セット依存性があることがリークの原因となっていると考えられる。 
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Fig. 1. Emission microscope image observed 

from backside of SBD. (a) Optical microscope 

image and (b) superimpose image of emission at 

revese biased 9.56V and 400 A. 

Fig. 2. (a) Nomalski optical microsope image of 

fasets near the SBD. (b) PL intensity destribution 

measured at the same plase of (a). 
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